SFE 225

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar RF Transistor

Anwenduagen: HF-Verstéirker in Emitter-
schaltung in Dick- und Diinnfilmschaitungen

Vergleichbarer Typ: BFS 18, BFS 19

Besondere Mertkmale:

@ Niedriger Rauschfaktor

Abmessungen in mm

Gehduse Bauform Y,

Applications: RF-amplifier in comman emitter
configuration in thick and thin film circuits

Comparable type: BFS 18, BFS 19

Features:

@ Low noise figure

‘Dimensions in mm

tihnlich SOT 23
TGL 11 811
Plastgehéuse
Masse ca. 0,02 g

Absolute Grenzdaten
- Absolute maximum ratings

Kotlektor-Basis-Spannung
Collector-base voltoge
Kollektor-Emitter-Spannung
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Spannung
Emitter-base voltage
Kollektorstrom
Collector current
Gesamtverlustleistung
Total pewer dissipation

tamb < 45°C, Rynia < 0,7 K/mW
Sperrschichttemperatur
lunction temperature
Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range
Lagerungstemperaturbereich
Storage temperoture range

Case construction Y,

similar SOT 23

TGL 11 811
Plastic case

Weight about 0,02 g
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Wiirmewiderstinde Min. Typ. Max.
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction-ambient
auf Glassubstrat 734721 mm

on glass substrat Rinla 0,7 K/mwW
auf Keramik 30> 1251 (
on ceramic RinA 0,45  K/mW

Statische Kenngréfien

DC characteristics tamp = 25°C — 5K

Kollektor-Basis-Reststram
Collector cut-off current

Uep =40V lego <1 500 nA
Emitter-Basis-Reststrom
Emitter cut-off current

Ugg =4V _ lEBO <1 nA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage

lc =1mA Ueryceol) 23 ol v
Emitter-Basis-Durchbruchsponnung
Emitter-hase breakdown voltage
le=10pA Uer) £BO 4 66 v
Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
Ucg =25V, le= 100 pA Uge 640 mV
Ucg=2V, Ilgc=1mA Uge 700 -omY
Gleichstromverstérkung
DC forward current transfer ratio
Uce =10V, Ic =1 mA hfe 40 79
Dynamische KenngroBen
AC characteristics tamh=—25°C — 3K
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ueg =10V, le = TmA, f=20MHz fy 3%0 MHz
Rauschfaktor
Noise figure
Uee=10V, [c=1mA, {=20MHz,
Rg == 300 Ohm F 1.6 5 dB
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Kollektor-Rilckwirkungszeitkonstante Min. Typ. Max. r SFE 225 st
Feedback time constant FYRaNE Iy = 1{ s 1 SFE 225
Ucg =10V, Ic=1mA, f=30MHz e Chre a7 ps iy =Puraier ke ag b e = Fiveed
Riickwirkungskapazitat o - " 1a =Porometef
Feedhack copacitance
Uce=10V, lc=1mA, =107 MHz —Cra 0,35 0,6 pF 20 . as. ) s Bl epa
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y-Farameter in Emitterschaltung '
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